






























专利名称(译) 超声探测器及其制造方法

公开(公告)号 CN103156640A 公开(公告)日 2013-06-19

申请号 CN201210538800.X 申请日 2012-12-13

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

[标]发明人 金东铉

发明人 金东铉

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 H01L41/09 G10K11/002 H01L41/31 Y10T29/42

代理人(译) 张波

优先权 1020110133372 2011-12-13 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种超声探测器及其制造方法。这里公开了具有由改变声阻
的结构形成的衬垫层的超声探测器及其制造方法。该超声探测器包括压
电层以及提供在压电层的后表面上的衬垫层，该衬垫层包括在其前表面
上沿长度方向形成的多个切口，该前表面邻近压电层的后表面，切口形
成为使得切口之间的间隔改变。
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